
РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота містить основну частину на 72 арк., 33 ілюстр., 

таблиць 1, 15 бібл. посилань. 

Метою даної роботи є дослідження впливу морфології поверхні на 

властивості кремнієвих нанодротів, отриманих методом МКХТ. 

Метою досліджень є отримання оптимальних технологічних 

маршрутів для вирощування масивів нанодротів методом МКХТ на пласких 

та мікротекстурованих пірамідальними структурами поверхнях кремнієвих 

пластин, дослідження параметрів отриманих структур. 

Кінцевим результатом роботи є отримання технологічного 

маршруту для методу МКХТ, який дозволяє вирощувати нанодроти на 

пласких та текстурованих пірамідальними структурами кремнієвих 

пластинах. 

Галузь застосування: може використовуватись для виготовлення 

різних наноструктур на основі Si або Si/Ge. Отримані структури мають 

великий потенціал для застосування в різних областях: накопичення енергії, 

перетворення сонячної енергії, створення супергідрофобних матеріалів, 

використання теплової потужності, хімічні та біологічні сенсори. 

МКХТ, ПІРАМІДАЛЬНІ СТРУКТУРИ, ТЕКСТУРУВАННЯ, 

НАНОДРОТИ, SEM, ТРАВЛЕННЯ ПОВЕРХНІ, БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ, 

МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ, МІКРОТЕКСТУРУВАННЯ. 

 

 

 

 

 

 

 
 



SUMMARY 

The aim of this work is to study the effect of surface morphology on the 

properties of silicon nanowires obtained by the MecEtch method. 

The aim of the research is to develop a technological route that will allow 

the surface to be textured by the above-mentioned structures and studies of its 

morphology. 

The result is a technological route for the MecEtch method, which allows 

growing nanowires on flat and textured pyramidal silicon wafer structures. 

Scope: can be used for manufacturing various nanostructures based on Si or 

Si/Ge. The resulting structures have great potential for application in various 

fields: energy storage, solar energy conversion, superhydrophobic materials 

creation, thermal power utilization, chemical and biological sensors. 
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